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Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) сегодня является наиболее перспективным методом роста эпитаксиальных пленок cdHgte (КРТ) для приемников ИК-излучения. В силу неравновесного характера эпитаксии, структура дефектов в таких пленках значительно отличается от структуры дефектов в материале КРТ, выращенном в равновесных условиях. В работе представлены результаты электрофизических и оптических исследований специфических нейтральных дефектов в МЛЭ пленках КРТ, выращенных на подложке Gaas и Si, о существовании которых впервые сообщалось в [1].  
Сложность исследования данных дефектов связана с их электронейтральностью, что не позволяет впрямую использовать электрофизические измерения. Как было показано, эффективным методом исследования дефектной структуры КРТ является обработка низкоэнергетическими ионами (ионное травление, ИТ). В процессе ИТ генерируемая междоузельная ртуть взаимодействует с основными акцепторными примесями и определенными нейтральными дефектами с образованием донорных комплексов. Было установлено, что концентрация нейтральных дефектов в МЛЭ КРТ составляет  ~ 1017 cм-3, и что сами дефекты формируются на стадии роста, что является характерной особенностью самого метода МЛЭ, а не спецификой конкретной МЛЭ–технологии. Предполагается, что этими нейтральными дефектами являются нанокомплексы Те. Установлено также, что концентрация Те дефектов зависит от способа легирования КРТ мышьяком. Так при использовании высокотемпературного крекинга, когда в потоке присутствует As2, он блокирует Те нанокомплексы с образованием донорных комплексов As2Te3. Для подтверждения высказанных предположений результаты электрофизических исследований сравниваются с исследованиями микрорамановской спектроскопии. 
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